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マルチメディアの進展に対応した日立製作所のメモリ開発

モバイルマルチメディアの進展に対応して､フラッシュメモリ,SRA帆 およびDRAMをベースとした多種多様の製品展開を進めている｡

近年,ディジタル民生機器の分野では,モバイルマルチメディアを指向した製品が大きく進展しており,その用途はさらに,

インターネットを中核としたネットワークにつながるポータブル音楽プレーヤやディジタルビデオカメラ,携帯電話へとつな

がっている｡これらモバイル機器の小型･薄型･低消費電力というニーズにこたえるために,日立製作所は,大容量フラッシュ

メモリ,モバイル機器向け低消費電力SRA帆 広ビット構成の省スペースDRAMの開発を進めている｡

一方,サーバやワークステーションに代表されるハイエンド情報機器は,インターネットの急速な普及と拡大を背景に,大
きな伸びを記録している｡これらの需要増に支えられ,1台当たりのメモリ搭載容量が急速に増加している｡このニーズにこ

たえて,大容量メモリモジュールを製品化した｡

はじめに

最近のディジタル出生機器では,ハンドヘルドPCやデ

ィジタルスチルカメラ,スマートホン,インターネット

を中核としたネットワークにつながるポータブル音楽プ

レーヤやディジタル ビデオ カメラ,携帯電話など,モ

バイルマルチメディアに向けた製品が人きく進展してお

り,今後いっそうの伸びが期待される｡

一一方,サーバやワークステーションに代表されるハイ

エンド情報機器は,インターネッ トイントラネットの

急速な普及と拡大により,さらに大容量のメモリ搭載へ

と進展している｡

ここでは,最近のマルチメディア機器に求められてい

る多様なメモリ製品の展開と仕様について述べる｡
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フラッシュメモリヘのニーズ

大容量フラッシュメモリは,携帯用パソコンの外部記

憶媒体などとして,ビジネス用途で採用が始まった｡近

年,ディジタル スチル カメラの普及により,民生用途

にも採用され,吉要が急速に拡大した｡さらに,インタ

ーネットを中核としたネットワークにつながるポータブ

ル音楽プレーヤやディジタル ビデオ カメラ,携帯電話

へと用途が広がっている(図1参照)｡また,産業分野で

は,ハードディスクドライブをフラッシュメモリで置き

換える｢シリコンディスク+が普及し始めている｡

大容量フラッシュメモリ

拡大を続けるこれらの応用分野では,バッテリ寿命を

考えた低消費電力,小実装面積を可能とする小型パッケ

ージ,インターネット産業の拡大化に対応するための大

容量化が求められている｡日立製作所は,多情型フラッ

シュメモリ技術を開発し,0.18什m技術を用いて512M

ビットの大容量フラッシュメモリを世界に先駆けて開発

した｡

3.1大容量フラッシュメモリの展開計画

人容量フラッシュメモリヘのニーズにこたえるため,

高集積,高値書込み･読み出し,書込み単位と消去単位

が等しいなどの特徴を備えたANDフラッシュ メモリ セ

ル技術を開発し,これに1メモリセルに2ビットを記録す

る多値技術を加え,0.25けm256Mビット フラッシュ

メモリを1999年第4円半期に開発した｡このチップを図2

(a)に示す｡今後,256Mビットフラッシュ メモリ チッ

18

2000

注:略語説明

HDD(HardDiscDrive)

PDA(PersonalDigjta】

Assistant)

図1 フラッシュメモリ

の普及

インターネットの拡大

により.フラッシュメモ

リは,コンピュータ通信

やディジタル家電分野へ

と普及し,産業分野では,

HDDから｢シリコンディ

スク+への置き換えと,用

途が拡大している｡

プを2枚重ねてTSOP(ThinSmallOutlinePackage)に収

めた512Mビット DDP(Double Density Package),

0.18けm技術による512Mビットモノリシック･1Gビッ

トDDPフラッシュメモリ,および0.13けm技術による1G

ビットモノリシック フラッシュ メモリを開発し,大容

量フラッシュメモリ ビジネスをリードしていく考えであ

る(図3参照)｡

3.2 0.18いm512Mビットフラッシュメモリ

256Mビットフラッシュメモリめ微細化をさらに推し進め,

512Mビットフラッシュメモリを開発した(図2(b)参照)｡

256Mビット 512Mビット

(0.25いmプロセス) (0.18Hmプロセス)

(a) (b)

図2 AND型多値フラッシュメモリのチップ
大容量メモリヘのニーズに合わせた256Mビットフラッシュメ

モリと512Mビット フラッシュ メモリチップを示す｡512Mビッ

トフラッシュメモリでは0.18ドmプロセス技術を用い.0.25ドm

プロセス技術を用いた256Mビットフラッシュメモリよりも面積

で10%の縮小を実現した｡
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512Mビットフラッシュメモリでは,0.18けmプロセス

を用いることにより,従来の0.25けmプロセスを用いた

256Mビットメモリに対して,メモリセルについて50%,

チップ面積について10%それぞれ縮小した｡

また,動作電圧でも,従来の3.3V対応に加え,512M

ビットフラッシュメモリからは1.8Vにも対応する計画で

ある｡さらに,省電力設計により,実佗用での電池寿命

への影響が大きい読み出し電流については,256Mビッ

トフラッシュメモリ比で40%に低減した｡

512Mビット フラッシュメモリは,上占己の特徴を牛か

し,ディジタル スチル カメラや音楽プレーヤなどへの

利用が期待できる｡音楽プレーヤでは,1チップで1時間

(CDl枚分)の録音が可能であり,ディジタル スチル カ

メラでは,300ガ晰素以上の大画素化への対比こが可能で

ある｡

また,硯0.25LLm仲代では,MMC(MultiMediaCard)

やMS(Memory Stick)など,用途に適した製品を展開し

てきた｡0.18什m世代でも,512Mビットフラッシュメモリ

をベースに,拡大を続ける用途に対し,最適な製品展開

で顧客のニーズへの対比こを進める｡

モバイル機器向け低消費電力SRAM

4.1低消費電力SRAMの応用

携帯電話産業では携帯電話機の′ト型化,インターネッ

ト対応などの多機能化,通話･待ち受け時間の長時間化

などを求めている｡

この携帯電話様に搭載されているメモリには,プログ

ラム格納用のNOR型フラッシュメモリと,各種処理を実

行するワークメモリ用の低消費電ノJSRAM(Static

RandomAccessMem()ry)がある｡

特に,ワークメモリには,小実装面積,バッテリ駆動

注:略語説明ほか

SMMC(SecureMu】liMedia-

Card)

-■●･･(べ一スチップ開発)

==>(バッケ∬ジ･モジュール展開)
*MultiMed戸aCardは.

州neonTechnolo〔”eS

AGのトレードマークである｡

図3 日立製作所のAND型

フラッシュメモリの展開

計画

多情セル技術と最先端微細

加工技術により,いっそうの

大容量フラッシュメモリに対

応している｡

が可能な低消費電ノJ,広い電源竜庄,低電圧でのデータ

保持(ボタン電池でメモリ記憶情報を保持),広い動作温

度を持つ大容量が求められている｡

4.2 低消費電力SRAMの特徴

これらの携帯電話機のニーズにこたえるために,高密

度実装が可能で低消費電力のSRAMを製品イヒした｡

日1‡製作所のモバイル装置向け低消費電力SRAMの特

徴は,(1)世界最小クラスの実装面積,(2)低消費電力,

(3)動作速度,および(4)広い動作電源電圧である(表1

参照)｡

これらのSRAMでは,最先端の0.18けmCMOS

(Complementary Metal-0Ⅹide Semiconduct()r)技術と

最新の回路技術を駆使することにより,業界でもトップ

クラスの人容量,高件能かつ小実装面積を兼ね備えたワ

ークメモリとしての低消費電力を実現している｡広い電

源電圧範囲で動作することからバッテリ駆動システムに

適しており,さらに,読み附し･書込み時だけメモリセ

表1携帯電話向け低消費電力SRAMの主な仕様

最先端プロセス技術,最新回路技術およびCSP組立技術により､

世界トップクラスの性能を実現した｡

4Mビット低消費電力 8Mビット低消費電力

SRAM SRAM*1

構 成 256kワード×16ビット 512kワード×16ビット

電源電圧 2.2～3.6V 1.65～2.2V引 2.2～3.6V 1.65～2.2V

動作温度 -40′}850c -40～850c

アドレス

アクセス時間
70ns 85ns 55*2/70ns 85ns

動作電流
25mA

同左
35mA 25mA

(最大) (最大) (最大)

スタンバイ 0.8ドA
同左

1.5トLA

同左
電 流 (標準) (標準)

パッケージ 48ピンCSP 48ピンCSP

外形寸法 6.5×6.5×1.2(mm) 9.8×6.5×1.2(mm)

注:*1開発中,*2 開発権討中
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図4 低消費電力SRAMの実装密度推移

最先端微細加工技術とCSP(ChipSizePackage)組立技術を採

用し,高密度実装を実現した｡

図5 4Mビット低消費電力SRAMのチップ

0.18l⊥mプロセス技術とCSP組立技術を用いた4Mビット低電

力SRAMのチップを示す｡

ルを活性化する方式を採用した回路技術により,低消費

`在力と低ノイズも実現した｡

また,最先端の微細加工技術である0.18けmCMOSに

よる小チップサイズとモールドタイプのCSP(Chip Size

Package)組立て技術を採用することにより,取り扱いの

容易さと高密度実装を両立させている｡

この低消費電力SRAMの実装襟度比較を図4に,4M

ビットSRAMのチップを図5にそれぞれ示す｡

DRAMの製品展開

5.1応 用

近年,サーバやワークステーションに代表されるハイ

エンド情事1i機器の分野は,インターネットの普及と加入

20

者数の増加,EC(Electronic Commerce:電了･商取引)

市場の本格始動から急拡大への展開,SOHO(Small

Office,Home Office)や中′ト企業向けCAD/CAM画像編

集ニーズの増大などを背景に,大きな伸びを記録してい

る(｡これらの需要増に■支えられ,サーバやワークステー

ションでは1台当たりのメモリ搭載容量が急速に増加し

ており,これに対応した大容量メモリモジュールヘの要

求が増大している｡一方,ディジタル民生機器の分野で

は,ハンドヘルドPCやディジタル スチル カメラ,スマ

ートホンなどに代表される,モバイルマルチメディアを

指向した製l指が大きく進展しており,口常のライフスタ

イルまで変えるほどの勢いである｡これらの機器では,

モバイル応用のために小型･薄型に重点が置かれてお

り,これに対応した広ビット構成の省スペースDRAMが

求められている｡

5.2 256MビットSDRAMの大容量モジュール展開

膨大な演算処坤を必要とするワークステーションやサ

ーバなどでは,CPUの処理能力向上に伴ってメモリの人

容量化と低消費電力化が必須となっており,1台で数ギ

ガから数十ギガバイトクラスの記憶容長の実現が望ま

れている｡一方,システム上のメモリの実装スペースや

スロット数には制限があるため,このようなニーズにこ

たえるには,少なくともメモリモジュール1枚で最大1G

バイト以上の記憶容最が必要となる｡

市場には1Gバイト以上のメモリをサポートするチップ

セットが現れ始めている｡しかし,現在主流となってい

る64MビットSDRAM(Synchronous DRAM)ではメモ

リモジュール1枚で実現できる容量は128Mバイトであ

り,TCP積層技術を組み合わせても,256Mバイトまで

が限界であった｡日立製作所は,このような大容量化の

ニーズにこたえるため,1G･2Gバイトモジュールを製

品化した｡これらモジュールでは,1枚のプリント基板上

に256MビットSDRAM(TCP)を36個(1Gバイト)または

72個(2Gバイト)搭載しており,大容量化を実現しつつ,

システムの小型化を図っている(図6参照)｡

一方,SDRAM単体の大容量化に対しては,二つのメ

モリチップを背中合わせにして 一つのパッケージに収め

るDDP積層技術を256MビットSDRAMに適用すること

により,512MビットSDRAMを製品化した｡この製品

では,ピン配置も256MビットSDRAMの卜位互換とし

ておF),54ピン400ミル(約10.16mm)TSOP-Ⅱと同 一実

装スペースで,2倍のメモリ容量を実現した｡主に大容

量モジュール用途と,′ト型携帯機器用途への需要も見込
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1.ラmm
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まれる｡

5.3 省スペースSDRAM

ディジタル民生機語注分野で要求の強い省スペースにこ

たえるため,マイクロDTMMとMCP(Multi-Chip

Pack之Ige)SDRAMを製品化した｡

これらは,世界最小レベルのチップサイズを持つ64M

ビットSDRAMの括川と,新たに開発した高密度実装才支

術の適用によって実現したものである｡

5.3.1 マイクロDIMM

ノートパソコンでは,従来,省スペース性に優れた

SODIMM(SmallOutline DIMM)が主メモリとして使川

されてきた(〕しかし,サブノート機のようないっそう小

西竺のパソコンが市場での地位を獲得するに伴い,さらに

省スペース性の優れたDIMMが求めらjlている｡この要

求を満足する製占占としてマイクロDIMMが掟案され,

部のサブノート様にすでに導入されている〔つ最近のマイ

クロDIMMの実装面積は,SODIMMの約÷に縮小され

ている(図7参照)｡

日立製作所は,独自のTCPを積層技術で汁l何針朗笑装

した128Mバイト品を,他社に先駆けて発表した｡さら

に,64Mバイトと32Mバイト製品もラインアップし,顧

大容量カスタム

モジュール

と

小型機器

注:略語説明

DIMM(Dualln-1ine

MemoryMod山e)

TCP(TapeCa｢rie｢Pack-

age)

PCB(PrintedCircuit

Board)

図6 256MビソトSDRAM

の大容量モジュール展開

(1G･2GDIMM,512M

ビットDDP)

TCP技術の採用により,

大容量モジュールを実現し

た｡1Gバイトモジュールで

は256MビットSDRAMを36

個,2Gバイトモジュールで

は72個,それぞれ実装して

いる｡また,DDP積層技術

により,単品の大容量化も

図っている｡

客のニーズに合わせた梨占占系列を完成させた｡

38.Omm

一一+

64Mヒント×2

64Mビット×2

64Mビット×2

64Mヒント×2

トーーーー
67■6mm

一一カバー

64Mビソト

SDRAM

(2個積層)

(a)128MバイトマイクロDtMM

〔38.0×30.0×3.8(mm)〕

-----･---1

(b)SODIMM〔67.6×25.4×3.8(mm)〕

図7 SODIMMとマイクロDIMMの外形比較

マイクロDIMMではSODtMMの約÷のモジュール幅と, 約÷の面積

を実現している｡128Mバイト製品では,TCP積層技術により,64M

ビットSDRAMを両面で16個実装している｡
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表2 MCP-SDRAMの外形比較

マルチチップ実装技術の採用により,標準パッケージ(TSOP)

に対し,2倍以上の省スペース性と多ビット性を実現している｡

MC-BGA MC-FBGA
標準

パッケージ

製品外形

パッケージ

ピン数

メモリ容量

バス幅

サイズ(mm)

厚さ(mm)最大

用途

BGA

108

圏 田
FBGA

90

TSOP

54

256M/128Mビノト 128Mビット 128M/64Mビソト

×64/×32

14.0×22.0

×32 ×16/×8/×4

10.0×13.0 11.76×22.22

2.35 1.45 1.20

通信･画像
ディジタル民生機器

ディジタル民生機器 汎用

注:略語説明 MC-BGA(Mult卜ChipBallGridArray)

FBGA(FinepitchBGA)

5.3.2 MCP-SDRAM

ディジタルカメラなどのディジタル民生機器糊途では,

SDRAM単占■占に対する省スペース要求も強い｡これらの

用途では,従来の標準パッケージであるTSOPでは外形

が人きすぎるとの指摘があった｡

このソリューションとして,基板上に複数のSDRAM

チップを実装したMCP-SDRAMを提案した(表2参照)｡

64Mビソト(×16)

64Mビット(×16)

600

亡り

∈

忘300
けF‾

値

メモリシステム構成:

128Mビソト/32ビットバス

攣獲蔭意義悪夢タ
128Mビット

(×32)

523mm2

1.0

実装面積を

‡に削減

130mm2

0.25

従来(TSOP使用) MC-FBGA使用

図8128MビットMC-FBGAによる省スペース効果

ディジタルカメラやPDA(PersonalDi9italAssjstant)で一般的な

16Mバイト/×32ビット製品の採用により.バスシステムの

SDRAM実装面積が最大約÷に削減できる｡

22

この製品の特徴は,省スペース性と多ビット性である｡

現在,ディジタルカメラなどで一般的な128Mビット/32

ビットバスシステムで最大÷まで実装面積を削減し,

省スペースを実現した(図8参照)｡

また,標準SDRAMが×4/×8/×16をサポートしてい

るのに対し,MC-FBGA(Multi-ChipFBallGridArray)

品では×32,MC-BGA(Multi-Chip BallGrid Array)品

では×32/×64までをそれぞれカバーすることにより,通

信や画像処理用途まで対応が可能な多ビット構成を実現

した｡

おわりに

ここでは,日立製作所のフラッシュメモリ,SRAM,

DRAMのメモリ製品のうち,人容量フラッシュメモリ,

低消費電力SRAMと大容量･省スペースDRAMを中心に,

それらを実現する技術とその応用分野について述べた｡

今後ますます拡大が予想されるインターネットを中核

とした情報社会では,さまざまな機器に搭載されるメモ

リ製品の小型化,低消費電力化,および大容量化への要

求がいっそう強くなってくるものと予想する｡これから

も,これらのニーズにこたえる製品のラインアップを図っ

ていく考えである｡
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